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Время жизни неравновесных носіпгелей заряда (ННЗ) -  т является од­
ним из основных параметров полупроводникового материала, определя- 
юшим параметры и характеристики полупроводниковых приборов раз­
личного назначения.

При определении т ННЗ с помощью исследования фотопроводимости 
и фотоэлектромагнитного эффекта требуется знания целого ряда парамет­
ров полупроводникового образца. Ряд неточностей возникает и при опре­
делении числа фотонов источника оптического возбуждения падающих на 
единицу площади образца в единицу времени и вызывающих генерацию 
электронно-дырочных пар.

Фазовая методика определения т не требует знания параметров полу­
проводникового материала и это существенно повышает точность изме­
рений.

В данной методике экспериментально определяется разность фаз Дф 
между сигналом модуляции оптического излучения, вызывающего гене­
рацию ННЗ и сигналом модуляции прошедшего через образец зондирую­
щего излучения, которая связана с величиной т простым соотношением 
т = tgA9 /2 a /, где /  -  частота модуляции света оптического источника воз­
буждения.

Время жизни ННЗ- т определяется непосредственно по запаздыванию 
фазы колебаний электронной системы образца относительно возбуждаю­
щего оптического сигнала. Диапазон измеряемых значений т в кремнии 
составляет от 0,1 до 1000 мкс. Блок схема установки, реализующей фазо­
вую методику измерения приведена на рисунке 1 .
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